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ダイヤモンドはワイドギャップ半導体としての優れた電気特性を有し、高性能パワー半導体と

して期待されているが、デバイス作成に必要なイオン注入技術は、報告が少ない。坪内氏らのグ

ループでホウ素を用い、高温注入、高温アニールを行い良好な特性が得られるようになったもの

の SiC1)などに比べ、ドーピング効率が 10～50％2)と低く、デバイスに適用できるレベルに至って

いない。本件では、ダイヤモンドライクカーボンをイオン注入（注入時の温度：500℃）後のアニ

ール時に表面保護膜として用い、1850℃までの高温アニールを実現し、結晶性の回復、ドーピン

グ効率の向上を図った。RBS を用い、結晶性を評価し、結晶性の指標であるΧminは、アニール温

度を上昇することで改善した。1800℃30 分の Ar 大気圧下で、B（ホウ素）注入では、4.6％とほ

ぼ未注入基板相当まで改善できた（図 1）。この試料を用い、Hall 測定を行いドーピング効率を見

積もった結果、90％以上示すことが分かった。また、同様のアニール条件にて、B に比べ原子サ

イズの大きな Al 注入では、結晶性がドーピング濃度に依存している（図 2）。1E20cm-3 ではΧmin = 

8.2%であるが、5E17cm-3 では、未注入基板と同様な値（アニール前：7.9％→アニール後:3.8%）

を得た（図 2）。Al 注入の電気特性などは、当日報告する。 

  

（図 1）RBS 測定結果（1800℃30 分アニール） （図 2）結晶性結果Χmin（1800℃30 分アニール） 
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